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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Troisiéme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes réegulatrices

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces
mesure possible un accord international sur les sujets examings.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sor

La présente norme d’Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs a

semiconducteurs.

e partie d’'une norme générale sur les dispositifs
plus des normes générales de la Publication 747-1,
publication completent les normes sur les diodes de

ni 4 Londres en septembre 1982, a approuvé le remaniement
de la CEI qui consiste en une nouvelle articulation en fonction
7 Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvées par des
Ré¢gle> des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n’a pas été jugé

Les informatiens relatives aux circuits intégrés, figurant dans les Publications 147 et 148,
sont incorporées dans la Publication 747-1 et dans les Publications 748.

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques, figurant dans les
Publications 147-5 et 147-5A, sont incorporées dans la Publication 749 de la CEIL

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n°® 47 pour tenir compte des progres effectués dans

le domaine des dispositifs a semiconducteurs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 4

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

FOREWORD

international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they a
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses
the text of the IEC recommendation for their national rules
divergence between the IEC recommendation and the corr
clearly indicated in the latter.

This standard has bee Committee No. 47: Semiconductor

devices.

Publication 747- of a general standard on discrete devices, IEC
Publication 747. andards of Publication 747-1, the standards given
in the present publicg ; dards on signal and regulator diodes.

The meeting hnica smmittéee No. 47, held in London in September 1982, approved
the re-organizatio iblications 147 and 148 into the present device-oriented
arrangeme i all“‘the\ constituent parts had been previously approved by votes under the
Six Mont fonths’ Procedure, a new vote was not deemed necessary.

Material concernihg” integrated circuits, found in Publications 147 and 148, are included in
Publication 747-1 and in Publications 748.

Material concerning mechanical and climatic test methods, found in Publications 147-5 and
147-5A, are included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
of Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisiéme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes réegulatrices

CHAPITRE 1: GENERALITES

1. Note d’introduction

La présente publication doit étre utilisée avee 74 qui donne les

informations de base sur:

la terminologie;

les symboles littéraux;

les valeurs limites et les cafa
les méthodes de mesure;

— la réception et la fiabilité.

L’ordre des différents chapit pe & la Publication 747-1, chapitre III,

paragraphe 2.1.

I@t

normes pour les catégories et sous-catégories

S’ils existent, les symboles littéraux ont été ajoutés aux termes dans les titres. Lorsqu’il
existe plusieurs formes distinctes pour un symbole littéral, la forme la plus souvent
utilisée est donnée.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

CHAPTER I: GENERAL

1. Introductory note

As a rule, it will be necessary to use Publication
publication. In 747-1, the user will find all basic informé

€ present

— terminology;

letter symbols;

essential ratings and characteristic

measuring methods;

acceptance and reliability.

The sequence of the different chap
II1, Sub-clause 2.1.

2. Purpose
The present;u' 2
of devices:

3. Letter symbols

Mostly, existing letter symbols are added to the terms in titles. When several distinctive
forms exist, the most commonly used form is given.
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

SECTION UN — DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

1. Termes généraux

Les termes et définitions correspondants, donnés dans la Publication 747-1,
s’appliquent. Le terme du paragraphe 1.1 ci-dessous est répété de cette publication,
chapitre IV, paragraphe 4.8.

1.1 Diode de signal

2.1 Tensions

2.1.1  Tension inverse~continue (V)

tension sinusoidale d’entrée dans des conditions spécifiées pour le circuit.

2.1.5 Tension de recouvrement direct (vgR)

Tension variable qui se produit pendant le temps de recouvrement *direct apres
commutation instantanée a partir de zéro ou d’une tension inverse spécifiée jusqu’a un
courant direct spécifié.

2.2 Courants

2.2.1  Courant direct moyen (Iguy,)

Valeur moyenne du courant direct calculée sur une durée spécifiée.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

SECTION ONE — SIGNAL DIODES (INCLUDING SWITCHING DIODES)

1. General terms

The relevant terms and definitions given in Publication 747-1 apply. The term in
Sub-clause 1.1 below is repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clause 4.8.

1.1 Signal diode

A diode used for the purpose of extracting or processing infop
electronic signal which varies with time and may be either analog
2. Terms related to ratings and characteristics

The relevant terms and definitions given in P
apply.

vapter IV, Clause 5,

Additional terms and definitions/ard
2.1 Voltages

2.1.1 Continuous (direct) revgrse voltage (V)

2.1.2  Mean reverse voltage
- The valut@ €

The ratio™e
circuit conditions.

> d.c. load voltage to the peak sinusoidal input voltage under specified

2.1.5 Forward recovery voltage (veg)

The varying voltage occurring during the forward recovery time after instantaneous
switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward current.

2.2 Currents

2.2.1 Mean forward current (Ig,yy)

The value of the forward current averaged over a specified time.
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2.2.2 Courant direct de pointe (In)
Valeur instantanée la plus élevée du courant, incluant tous les courants transitoires
répétitifs et non répétitifs.

2.3 Dissipation de puissance

2.3.1 Rendement de détection en puissance (1,)

Rapport de la variation de la puissance continue dissipée dans la résistance de charge,
produite par le signal alternatif, & la puissance disponible du générateur de signal
sinusoidal lorsque la diode fonctionne dans des conditions spécifiées.

2.3.2  Energie d'une seule impulsion (E,) (appliquée a une diode détectrice

Note. — Pour les besoins des valeurs limites, la durée de I'impulsion est f
a 10 ms.

2.3.3  Energie d'une impulsion répétitive (E,.,)

Energie contenue dans une seule impulsi
d’impulsions.

2.4 Caractéristiques diverses

2.4.1 Charge recouvrée (Q,)

commutation d’une condition de courant

242

~

Ml —

Y 001/85
FIGURE 1
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2.2.2  Peak forward current (Iy)

The highest instantaneous value of the forward current, including all repetitive and
non-repetitive transients.

2.3 Power dissipation

2.3.1 Detector power efficiency (1,)

The ratio of the change in d.c. power in the load resistance produced by the a.c.
signal, to the available power from a sinusoidal voltage generator when the diode is
operated under specified conditions.

2.3.2 Single-pulse energy (E,) (applied to a detector diode)

2.3.3  Repetitive pulse energy (E,..,)

The energy contained in a single pulse that occurs i

2.4 Sundry characteristics

2.4.1 Recovered charge (Q,)

The total charge recovered from(the diode\aft yitching from a specified forward

current condition to a specified revekse

2.4.2 Reverse recti

The time intérva

et Epp s
t
° /_-:
 m———————— o ——
IRM ————
" Y 001/85

FIGURE 1
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/F A

M e ————— —
ot { pp e
t
0 -
by p—m/mb—r———————_—_— ————— B
7
//
(4
7

IrM {—-——_—-——.———_-__—___.__—

R y 002/85

FIGURE 2
Note. — L’extrapolation est effectuée en tracant une droite passant \par deuX\y spécifiés, comme il

est indiqué dans la figure 2.

2.43 Temps de recouvrement direct (t)

gprendre une valeur spécifiée, apres
ension inverse spécifiée jusqu’a une

244

e les bornes de la diode dans des conditions

24.5

2.4.7 Capacité totale (Cy)

Capacité différentielle mesurée entre les bornes de la diode dans des conditions de
polarisation données.
2.4.8 Sensibilité totale en courant (B))
Quotient:
1) du courant total redressé de la diode pour une charge spécifiée,

2) par la puissance totale du signal délivrée a l’entrée.
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/f: 4[
M f———— - — —
et p ———————
¢
0 —
o e e ——
7 B
7
//
’
- ) A
M -
irY
FIGURE 2
Note. — The extrapolation is carried out with respect to specified poin entralized form
in Figure 2.

2.43 Forward recovery time (t,)

The time required for the currd
instantaneous switching from zero
bias condition.

2.4.4  Differential resistance

245

2.4.6

reverse current.

2.4.7 Total capacitance (C,)

The differential capacitance at the diode terminals, measured under given bias
conditions.

2.48 Total current sensitivity (B,)
The quotient of:
1) the total rectified diode current with a specified load, and

2) the total delivered input signal power.
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2.4.9 Sensibilité différentielle en courant (B;)
Quotient:
1) de I’accroissement du courant redressé de la diode pour une charge spécifiée,

2) par la variation de la puissance du signal délivrée a ’entrée qui provoque cet accroissement.

2.4.10 Facteur de mérite (d’'une diode détectrice) (M)

Paramétre qui caractérise la sensibilité d’un dispositif récepteur et qui est défini par la

formule:
I,
Me__ B
l/ N1, +R,
ou:
B = soit: sensibilité «différentielle» en courant (B

soit: sensibilité «totale» en courant (B,)
selon le cas, mais de toute facon pour la diode en court-circuit

f,, = résistance au point de fonctionnement

N, = rapport de température de bruit de la diode

-

R, = résistance équivalente de bruit de l'amplificateur,
de la diode détectrice

ett a amplifier le signal de sortie

3. Symboles littéraux

3.1 Généralités

mdyen(ne) de sortie redressé(e)

3.2.2  Parameétres électriques

8, d = amortissement
r = recouvrement, recouvreé, redressement
S, s = stockage, stocké

3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des diodes de signal; ils ont été établis en accord avec les
régles générales.
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2.49 Incremental current sensitivity (B;)
The quotient of:
1) the rectified diode current increment with a specified load, and

2) the change in delivered input signal power that induces this increment.

2.4.10 Figure of merit (of a detector diode) (M)

A parameter characterizing the sensitivity of a receiving device and defined by the

formula:
M= B rop
ll Jvrrop + 1{A
where:
B = either incremental current sensitivity (B;)

or total current sensitivity (B,)
as appropriate, in either case under short-circuit conditions

T, = Operating point resistance
N, = noise ratio of the diode

R, = equivalent noise resistance of the high-impedance amplifier” that is
detector diode

aplify the output of the

3. Letter symbols

3.1 General

The general ruleg of \P

3.2 Additional sv@u

In addition™t
3.3.1 of Publj
for:

pended general subscripts (see Sub-clauses 2.2.1 and
, the following specific subscripts are recommended

321 Cupre

-

oOR»

averageoutput rectified

3.2.2  Electrical parameters:

8, d = damping
r = recovery, recovered, rectified
S, s = storage, stored

3.3 Additional list of letter symbols

The letter symbols contained in the following list are recommended for use in the field
of signal diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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Nom et désignation S)(m,bole Observations
littéral
3.3.1 Tensions
Tension directe continue Ve
Tension directe totale instantanée Ve
Tension directe moyenne Veav
Tension inverse continue Va
Tension inverse totale instantanée Yr
Tension inverse de pointe Vam
Tension inverse de surcharge accidentelle Vasm
Tension de claquage Viery

Tension de recouvrement direct

Valeur de pointe de la tension de recouvrement direct %FRM\ \ \

3.3.2 Courants x \ \
Courant direct continu Ie & \/

Courant direct instantané

93
.

Courant direct de pointe

Courant direct de surcharge accidentelle (

Courant moyen de sortie redresse \//
Courant inverse commu} S < N\ 6 K

C?/

Courant inverse instantané

Courant inverse de créte /: \\
3.3.3 Puissances, 1 (\ \\/
Puissante de %rwnte}b\) \\) Fow

Disdipation\de puiss dan’ Wonde r.f. Pew Pour les diodes
entre g N\ détectrices
Wﬂ dwe da}s@s de trains d’onde Prep
PG

3.3, 4 ara@s e CMW
< \f\e s de ec%m@dlrect tr,

[\\Te p re%wrement inverse te
< \&ur&w de recouvrement i
X\Qarg:\qcouvree 0,

Eira rs diverses

%
(

@

R}%istance différentielle r

E)efficient d’amortissement 8 ou d

Résistance d’amortissement rg Ou g

Efficacité ul

Rendement de détection (en tension) um

Sensibilité différentielle en courant B

Sensibilité totale en courant B

Energie d’une seule impulsion ) E, W,

Energie d’une impulsion répétitive Eptrep) Pour les diodes
. détectrices

Résistance différentielle au point de fonctionnement Top

Facteur de mérite M }
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Name and designation sl;flitbf;l Remarks

3.3.1 Voltages

Continuous (direct) forward voltage Ve

Instantaneous total forward voltage Ve

Average forward voltage Veawy

Continuous (direct) reverse voltage Vi

Instantaneous total reverse voltage VR

Peak reverse voltage Vam

Surge reverse voltage Vasm

Breakdown voltage Vigry TN

Forward recovery voltage Ver (

Peak value of forward recovery voltage Verm /\Q )
3.3.2 Currents & \

Continuous (direct) forward current I \ \

Instantaneous forward current

/

7

Peak forward current

Surge forward current

o
G
T,

7
]

Average output rectified current

=

{

&

Continuous (direct) reverse current

[N

~

1T
s

(
XL

Instantaneous reverse current

N

-~

AN

Peak reverse current

Mo

333

Powers

Surge power

(
NEANAN

\/ PSM

R.F. cw. power dissi atlo \\) V Pew For detector
diodes
Pulse r.f. powerle\ﬁpmi\ \ \ Prrr
3.3.4 Switchin; a}s\t S

Forward re/\(%ry\h;g \/\ b
Reverse Qeco&*\ry ime\ / 1.
Rm&gves\cu\r&nt i

/\ge&wereg h&ge\ [0}

3.&\Sun qlﬂ\Qt‘kies \
lif‘fe@a\lal %iista Ce r
Damping sqefficient 8 ord
Damping resistance F§ OF Fq
Efficiency n
Detector voltage efficiency .
Incremental current sensitivity i
Total current sensitivity B
Single-pulse energy E, W,
Repetitive pulse energy Epeepy For detector
diodes

Operating point differential resistance Top
Figure of merit M
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SECTION DEUX — DIODES DE TENSION DE REFERENCE
ET DIODES REGULATRICES DE TENSION

1. Termes généraux
Les termes et définitions correspondants donnés dans la Publication 747-1 s’appliquent.

Les termes des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessous sont répétés de cette publication,
chapitre 1V, paragraphes 4.10 et 4.11.

D’autres termes spécifiques sont donnés ci-dessous.

1.1 Diode de tension de référence

Diode qui développe entre .ses bornes une tension. de référénce de ision spécifiée
quand elle est polarisée pour fonctionner dans une gamme
1.2 Diode régulatrice de tension

Diode qui développe entre ses bornes une tension e
gamme de courants spécifiée.

entiellement, constante pour une

1.3 Sens direct

A Tétude.

1.4 Sens inverse

A T’étude.

2. Termes relatifs |2

fdants de la Publication 747-1, chapitre IV, article 5,

3.2 Indices supplémentaires

En complément a la liste des indices généraux donnés aux paragraphes 2.2.1 et 3.3.1
de la Publication 747-1, chapitre V, les indices spécifiques suivants sont recommandés
pour:

3.2.1 Courants, tensions et puissances

Z, z = de régulation

3.2.2 Parameétres électriques

Z, z = de régulation
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SECTION TWO — VOLTAGE-REFERENCE DIODES
AND VOLTAGE-REGULATOR DIODES

1. General terms
The relevant terms and definitions given in Publication 747-1, apply. The terms in

Sub-clauses 1.1 and 1.2 below are repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clauses
4.10 and 4.11.

Further specific terms are given below.

1.1 Voltage-reference diode

A diode which develops across its terminals a reference voltage ¢
when biased to operate within a specified current range.
1.2 Voltage-regulator diode
A diode which develops across ‘its terminals an essen
a specified current range.
1.3 Forward direction

Under consideration.

1.4 Reverse direction

Under consideration.

2. Terms related to rati

gs and
The relev@er »
apply.

3. Letter symbols

in Publication 747-1, Chapter IV, Clause 5,

3.1 Geng
The peneral i of Publication 747-1, Chapter V, apply.

3.2 Additional subscripts

In addition to the relevant recommended general subscripts (see Sub-clauses 2.2.1 and
3.3.1 of Publication 747-1, Chapter V), the following specific subscripts are recommended
for:

3.2.1 Currents, voliages and powers

Z, z = working

3.2.2  Electrical parameters

Z, z = working
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3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des diodes de tension de référence et des diodes régulatrices de
tension; ils ont é&té établis en accord avec les régles générales.

. . Symbole ]
Nom et désignation Y Observations
littéral
3.3.1 Tensions

Tension de régulation Vz

Tension continue inverse en-dessous de la gamme des 1
tensions de régulation

Tension de bruit dans la gamme des tensions de V., peut aussi
régulation utiiser

le symbole ¥,

sk aucung
confysio
/\ migst pdssible

NN
A

P

3.3.2 Courants

Courant continu inverse dans la gamme des te ns
régulation

Courant continu inverse pour une tensign inférieure I
celles de la gamme des tensmns de ¢ gula 10

3.3.3 Grandeurs diverses

ﬁ ( -
Résistance différentielle dahg la\gammg des t sion de I,
régulation
Coefficient de temper ure de la nsten deNégulation Olyz Symbole de
réserve: S,

Inst: al ten ion d régulation dyz Pour les diodes
de tension de
référence

OIS/— DIODES REGULATRICES DE COURANT

/

et définitions correspondants, donnés dans la Publication 747-1,
Le terme du paragraphe 1.1 ci-dessous est répété de cette publication,
chapitre IV, paragraphe 4.12.

D’autres termes spécifiques sont donnés ci-dessous.

1.1 Diode régulatrice de courant

Diode qui limite le courant a une valeur pratiquement constante dans une gamme
spécifice de tensions.

1.2 Anode

Electrode a partir de laquelle le courant circule dans la diode quand celle-ci est
polarisée pour fonctionner comme régulatrice de courant.
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3.3 Additional list of letter symbols

The letter symbols contained in the following list are recommended for use in the field

of voltage-reference and voltage-regulator diodes; they have been compiled in accordance
with the general rules.

Letter

Name and designation Remarks
symbol
3.3.1 Voltages
Working voltage V;
Continuous (direct) reverse voltage below the working Vr

voltage range

Noise voltage within the working voltage range

3.3.2 Currents

Continuous (direct) reverse current within the working <
voltage range

Continuous (direct) reverse current at a voltage Below
the working voltage range (7

3.3.3 Sundry quantities ( \\// \ \
e range J

N\
Differential resistance withi@Woltﬁ K

Temperature coefficient of working volta; Olyz Reserve symbol:
AN Sz
Working volt; instabilit Syvz For voltage-
reference
diodes

Sub-clause clow is repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clause 4.12.

Further specific terms are given below.

1.1 Current-regulator diode

A diode that limits current to an essentially constant value over a specified voltage
range.

1.2 Anode

The electrode from which current flows within the diode when it is biased to operate
as a current regulator.
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1.3 Cathode

Electrode vers laquelle le courant circule dans la diode quand celle-ci est polarisée
pour fonctionner comme régulatrice de courant.

2. Termes relatifs aux valeurs limites et aux caracteristiques

Les termes et définitions correspondants de la Publication 747-1, chapitre IV, article 5,
s’appliquent. ' :

En complément, d’autres termes et définitions sont donnés ci-dessous.

2.1 Tensions

2.1.1 Gamme de régulation

Gamme de tensions a l'intérieur de laquelle le courg e Mdeux étroites

limites spécifiées.

2.1.2 Tension de régulation (tension de fonctionneme

de courant.

2.2 Couran@

2.2.1 Courant d

2.3 Dissipation~de puissance

2.4 Grandeurs diverses

2.4.1 Conductance de régulation en petits signaux (g,)

Conductance en petits signaux dans la gamme de régulation d’une diode régulatrice de
courant.

242 Conductance au coude (g)

Conductance de régulation en petits signaux a la tension au coude.
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1.3 Cathode

The electrode to which current flows within the diode when it is biased to operate as
a current regulator.

2. Terms related to ratings and characteristics

The relevant terms and definitions given in Publication 747-1, Chapter IV, Clause 3,
apply.

Additional terms and definitions are given below.

2.1 Voltages

2.1.1 Regulating range

The range of voltages within which the current is maintaingd\be
limits.

2.1.2 Regulator voltage (working voltage) (V)

A voltage within the regulating range of a currg

2.1.3  Limiting voltage (V)

The voltage at point I, on the current-voka

2.1.4 Knee voltage (Vy)

2.3 Power dissipation

2.4 Sundry characteristics

2.4.1 Small-signal regulator conductance (g,)

The small-signal conductance within the regulating range of a current-regulator diode.

2.42 Knee conductance (g,

The small-signal regulator conductance at the knee voltage.
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2.4.3 Coefficient de température du courant de régulation (os)

Quotient de la variation du courant de régulation entre deux valeurs spécifices de
température par la variation de température.

Note. — La variation du courant de régulation s’exprime généralement en pourcentage du courant de régulation.

e )

—

e

Ve

406/82

3.2.2 Parameétres électriques

S, s
k

régulation
coude

I

3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour eétre
utilisés  dans le domaine des diodes régulatrices de courant; ils ont été établis en accord
avec les régles générales.
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2.43 Temperature coefficient of regulator current (working current) (ous)

The quotient of the change in regulator current (working current) between two
specified values of temperature and that change of temperature.

Note. — The change in regulator current (working current) is usually expressed as a percentage of regulator
" current (working current).

e A
b —
[ {gk
N
|
.
L
||
|
| |
. ! ——
0 Vi W Ve
406/52
Fi1G. 3. — Current-regulato Q istis_with symbol identification.

3. Letter symbols

3.1 General

Chapter V, apply.

commended general subscripts (see Sub-clauses 2.2.1 and
hapter V), the following specific subscripts are recommended

= regulator Aworking)
L = limiting
K = knee

3.2.2 Electrical parameters

regulator (working)

S, s
k = knee

3.3 Additional list of letter symbols

The symbols contained in the following list are recommended for use in the field of
current-regulator diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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Nom et désignation Sﬂzg;lle Observations

3.3.1 Tensions

Tension de régulation Vs

Tension de limitation V.

Tension au coude Vi
3.3.2 Courants

Courant de régulation I

Courant de limitation I
3.3.3 Grandeurs diverses

Conductance de régulation en petits signaux 2 /

Conductance au coude g/\\ ~

Coefficient de température du courant de régulation <§\\ \ \

Variation du courant de régulation ( X‘Q \ X

N\

O
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